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  (VDS=0را توضيح دهيد)فرض کنيد    NMOSبا رسم شکل تشکيل کانال در ترانزيستور    )الف(   -1

 نمره( 552)را رسم نماييد.  VDSبرحسب  IDSمشخصه کلي )ب( 

 

و   Rin, AV، مقادير ن هر سه ترانزيستور در ناحيه فعال خطيو با فرض قرار داشت ICQ3=5mA و  ICQ1=2 mAدر مدار زير با فرض   -5

Rout (   .952را محاسبه کنيد )نمره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مقادير ب تمام ترانزيستورها نقطه کارمطلوبست جريان الف(    مشابهند. VD(ON) و  تمام ترانزيستورها VBE تغييرات دمايي در مدار زير  -1

A2=VOUT/VO1 , A1=VO1/Vin, Rin   و AVs .نسبت (  ج  را محاسبه کنيدR1  وR2  ان اميتر يجرتعيين کنيد که را طوريQ1  نسبت

  نمره( 11) پايدار باشد. VBEه تغييرات دمايي ب
• β =100 
• VT= 25 mV 

• ro ≈ ∞ 
• η=1 
• VBE=VD(ON)=0.7 V 

• β 1= β 2= β 3=100 
• VT= 25 mV 

• ro 1=ro 2=ro 3≈ ∞ 
 



 
  نمره( 7را محاسبه کنيد.) در تقويت کننده دو طبقه زير حداکثر سوئينگ متقارن خروجي   -5

 

 
 موفق باشيد.          

• β =100 
• VT= 25 mV 

• V
BE ON

=0.7 V 

• VCE sat=0.2 V 

• ro ≈ ∞ 
 


